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S1. Asagidaki ifadelerde eksik olan kisimlari doldurunuz. (3+3+3+3+3=15)

a. Ideal bir islemsel kuvvetlendiricide __giris direnci / kazan¢__ sonsuzdur.

b. Fiziksel bir enerjiyi elektriksel enerjiye donlstiren devre elemanina__ sensor___ denir.

c. Tranzistorli devrelerin alternatif akim (AC) analizinde __kapasiteler / DC gerilim kaynaklari__kisa devre varsayilirlar.
d. Bir diyot test edilirken hem ileri yonde hem de geri yonde kutuplandiginda 0 V gosteriyorsa __ bozuktur____ .

e. Ortak emitdrlu devrede tranzistor doyma bdlgesinde ¢alisiyorsa kollektor ve emitér arasindaki gerilim ___ sifirdir__.

Yandaki devrede V; =20 V, R1 = 0.9 kQ ve R2 = 10 kQ olarak _|1F'I—> N v,
verilmistir. Diyodun iletim yénindeki gerilim disimu Vp = 0.7 V, direnci Iri
rp = 0.1 kQ ve zener diyot gerilimi Vz = 5 V olduguna gore; +
CVD R2 1IR2 l Iz
Vo, Ir1, Irz2 ve Iz deg@erlerini bulunuz. (3+4+4+4=15)
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S3. Yandaki tranzistorll devre verildigine gore; 12V

a. Devrenin DC esdegerini giziniz. (05)
b. [Ig akimini bulunuz. (05) § 3 k0
470 kQ
c. Vce gerilimini bulunuz. (05) H
R, 10puF 20pF
d. Devrenin AC esdegerini giziniz. (05) I_‘ B =100
C - + 03kQ + e
e. Z;girig direncini bulunuz. (05) 7 R &47kQ
f.  Bu devrenin yiksuz gerilim kazanci A,y ise; i (\/ V; e Vee=0.7V
kaynak ve yUk direnci gz 6nline alindigindaki — Z;
devrenin gerilim kazanci (A,s=VolV;), A,ne -
kazancina gore ne olur. v - = "'
Nedenleriyle agiklayiniz (10)
I, = Vee Vo 12207 113V 004 mA ~ 24 pA
3kQ R, 470 kQ 470 kQ
;4?(} kQ
Veg =Vee =1:Re =Vioe = PIzR. =12-100%0.024 mA x 3 kQ
Ve =12-24x107x3x10° =12-2.4x3=48V
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I, (B+1)I, 101x0.024mA 2.424 mA
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Z. R
f. Kaynak ve yiik direnci géz éniine alindiginda devrenin gerilim kazanci 4,; = L — X L x4
- R +Z, R, +Z,

Buna gore devrenin gerilim kazanci A,s yikstz durumdaki gerilim kazanci A,y den daha disuk olacaktir.

olur.
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S4. Asagidaki devrede opamp ve diyot idealdir. Asagida verilen (v;) isareti devreye uygulandiginda devrenin ¢ikisinda elde
edilecek olan (v,) isaretini ¢iziniz (¢ikis dalga seklini ayni grafik Gzerine gizebilirsiniz). (15)
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v < 0 oldugunda diyot iletimdedir ve devre kazanci -0.5 (K = v,/v; = -(R{/R;)) olan eviren bir kuvvetlendirici olarak
calisir.

v, > 0 oldugunda diyot kesimdedir ve opamp devre disidir. Devre kazanci +0.5 (K = v,/v; = R/( Rf+R;)) olan pasif bir
gerilim bolicl olarak galisir.

S5. Bir biyolojik 6lgme sistemindeki sensériin ¢ikisinda elde edilen elektriksel isaretin maksimum tepe degeri 10 mV ve bant-
genisligi 1 kHz dir. Bu isaretin iglenebilmesi i¢in kuvvetlendiriimesi gerekmektedir. KazangxBant Genisligi =10° olan
gercek bir opamp kullanildigina gére; belirlenen galisma frekans araligi iginde ¢ikis tepe degeri maksimum 1 V olacak
sekilde (evirmeyen) kazang saglayan kuvvetlendirici devresini tasarlayiniz. (15)

Tasarlanmasi istenen kuvvetlendiricinin Kazanci (Kgmp) =1V /10 mV = 1 /(1O><1O'3) = 10°, Bant Genisligi (BG) 10° Hz
olarak verilmis.

Bu kuvvetlendirici igin KgmpxBG = 10°x10° = 10°, kullanilacak olan opamp In K,,xBG degerinden (106) daha azdrr.
Bir opamp la tasarlanacak 1 kHz bant genisligine sahip kuvvetlendiriciden elde edilebilecek en yiiksek kazang;

KipxBG = 10° > Kiopx10° = 10° > Kiop= 10° x10° =10°

Bu durumda tasarlanmasi istenen kuvvetlendirici sistem, kazanci 100 olan tek opampli evirmeyen bir kuvvetlendirici

kullanilarak asagidaki gibi gerceklestirilebilir.
+

Evirmeyen kuvvetlendirici igin;

K=1+(R2/R1)=100 => R2=99xR1 = R1 =1 kQ segilirse R2 =99 kQ




S6. Vbp

Yandaki devrenin gerilim kazanci Av = -8 ve 20V

Vissq = YaVp olarak verildigine gore Rp direng

degerini bulunuz. (15)
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